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简历：

彭铭曾，男，硕士生导师。毕业于中国科学院物理研究所，2008年获得理学博士学位，主要从事GaN基材料的MOCVD生长和物性研

究及其在发光二极管、紫外探测器和高频功率器件方面的应用。毕业后在中国科学院微电子研究所开展GaN基微波功率材料、器件关

键工艺和单片集成技术方面的研究工作。2012年9月至今为中国科学院北京纳米能源与系统研究所副研究员。目前在国内外发表有关

GaN基宽禁带半导体材料和器件方面研究论文30余篇，已申请发明专利8项，授权2项，参加国际会议2次。 
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获奖及荣誉：

1) 2008年中科院物理所三好学生 
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